Le dioxyde d'étain est l'un des Oxydes Transparents Conducteurs (TCO) les plus couramment utilisés pour produire des couches transparentes et conductrices. Sous sa forme stœchiométrique ce matériau se comporte comme un isolant (Eg > 3 eV) avec une excellente transparence dans la région du visible. Pour le rendre conducteur, une déviation par rapport à la stœchiométrie est introduite par une carence en oxygène et/ou un dopage approprié par  Sb, F.
Les propriétés structurales, électriques et optiques du dioxyde d'étain sous sa forme pure sont connues. Mais sous sa forme dopée par l'antimoine ou le fluor les travaux sont toujours d'actualité. L'objet de ce mémoire est d'étudier l'influence du dopage à l'antimoine ainsi que l'influence de la texture du substrat sur les différentes propriétés de l'oxyde d'étain. 
Nos couches on été élaborées au sein de notre laboratoire en utilisant la technique APCVD (atmospheric pressure chemical vapor deposition). Les couches ont été déposées sur des substrats de verre et de silicium polycristallin. Plusieurs techniques on été employées pour la caractérisation de nos couches.
Les résultats de la caractérisation DRX ont montré que sur le substrat verre la croissance se fait préférentiellement suivant les raies (101), (200), (211) et (110) alors qu'elle se fait principalement suivant (110) sur le substrat silicium. Il est à noter une influence marquée de l'angle d'incidence des rayons X sur les propriétés structurales. L'observation morphologique a confirmé l'effet du substrat sur la croissance cristalline des couches. L'étude de l'effet du dopage par l'antimoine a  montré une corrélation entre les propriétés électriques et optiques. Les propriétés électriques sont améliorées au détriment de la transmission. Un comportement particulier dû au dopage caractérise le matériau élaboré dans le domaine proche infrarouge.
